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© Oielektrischer Wellenleiter 

® Die Erfindung betrifft oinen dielektrischen, insbesondere 
planaren oder quasiplenaren Wellenleiter (1), der mlnde- 
stens eine dielektrische Materialanordnung (2) hat, wobei 
die dieiektriache Materialanordnung (2) zumindest teilweise 
aus einem Material ist, dessen Permeabilltit oder Permeabi- 
litets-Tensor und/oder Permitivitat oder Permitivitats-Tensor 
mittela etnes das Material (2) bereichsweiae durchdringen- 
den Magnetfeides (9) verfinderbar ist und daS mindestens 
eln Mittel (6) zur Erzeugung von mindestens einem Magnet- 
feld (9) vorgesehen ist wobei mit dem durch das Mittel (6) 
erzeugten Magnetfeld (9) die Permeabilttat bzw. der Per- 
meabilitits-Tensor und/oder die Permitivitat oder der Permi- 
tivitats-Tensor der Materialanordnung (2) zumindest be- 
reichsweise veranderbar ist. 
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Beschreibung bar ist und das mindestens ein Mittel zur Erzeugung von 

mindcstens einem elektrischcn Feld vorgesehen ist, wo- 

Die Erfindung betrifft einen dielektrischen, insbeson- bei mit dem durch das Mittel crzeugten elektrischen 

dcre planaren oder quasiplanaren Wellenleiter, der min- Feldes die Permeabilitat oder der Permeabilitats-Ten- 

destenseinedielektrischeMaterialanordnunghat 5 SO r und/oder die Permitivitat bzw. der Permitivitats- 

Als planare Wellenleitung bezeichnet man flachen- Tensor der Materialanordnung zumindest bereichswei- 

haft aufgebaute Leitungsformen, bei denen eine dielek- se veranderbar ist VorteilsmaBig Hegen bei beiden er- 

trische Tragerplatte (Substrat) mit metallischen Leiter- findungsgeraaBen Ausffihrungsformen die felderzeu- 

strukturen beschichtet ist (Streifen- und Schlitzleitung) genden Mittel direkt am Wellenleiter an, wobei die feld- 

oder die auf einer metallischen Grundplatte dielektri- to erzeugenden Mittel galvanisch von den metallischen 

sche Strukturen tragen, (dielektrische Blindleitungen). Leherstrukturen und/oder der Grundebene des Wellen- 

In dieser Form handelt es sich um offene Leitungsstruk- leiters getrennt sind. Durch das Verandern der Permea- 

turen. Bei den abgeschirmten Leitungsformen befindet bilitat und/oder der Permitivitat bzw. der dielektrischen 

sich die planare Struktur in einem Abschirmgehause Eigenschaf ten des dielektrischen Substrats bzw. der di- 

(z. B. Rechteckhohlleitergehause), so daB eine Abstrah- « elektrischen Materialanordnung zwischen Grundebene 

lung verhindert wird. Solche geschirmten planaren Lei- und Leiterstrukturen mittels Magnetf elder oder elektri- 

tungen werden auch als quasi-planare Leitungen be- scher Felder kann der Wellenwiderstand des dielektri- 

zeichnet Zu ihnen gehdren auch die "suspended stripli- schen Wellenleiters abschnittsweise in Abhangigkeit 

ne" und die "Finleitungen". Bei den planaren Leitungen der Stirke der jeweils erzeugten Felder verandert wer- 

sind die hohen Genauigkeitsanforderungen auf die pla- 20 den. Aus dem bislang passiven elektronischen Bauteile 

naren Strukturen abertragen. Mit Hilfe der Fotoatz- Wellenleiter wird somit vorteilsmaBig ein aktives Bau- 

technik lassen sich diese Anforderungen jedoch einf ach, element, bei dem mittels der felderzeugenden Mittel das 

billig und genau reproduzierbar erfullen. Hohlleiterge- Obertragungsverhalten des Wellenleiters gezielt beein- 

h&use planarer Strukturen stellen im Vergleich zu rei- fluBt werden kann. 

nen Hohlleiterschaltungen wesentlich geringere Genau- 25 In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 

igkeitsanforderungen und kdnnen damit ebenfails ein- grenzt an den Wellenleiter eine Schicht an, wobei die 

fach hergestellt werden. Schaltungen in planarer oder Schicht die felderzeugenden Mittel aufweist Eine be- 

quasiplanarer Form eignen sich daher gut fur eine Se- sonders gute Steuerung des Leitungswellenwiderstan- 

rienfertigung. Die Technik planarer Schaltungen bietet des des Wellenleiters ergibt sich, wenn in der angren- 

im Vergleich zur Hohlleitertechnik weitere Vorteile. So 30 zenden Schicht die felderzeugenden Mittel matrix- oder 

lassen sich z. B. auf einer Tragerplatte mehrere planare rasterfdrmig angeordnet sind. Durch den Einsatz von 

Schaltungskomponenten platz- und gewichtssparend zu mehreren felderzeugenden Mitteln ist es mdglich, den 

einem System integrieren. Durch die kurzen Verbindun- Leitungswellenwiderstand genauestens fur bestimmte 

gen zwischen den einzelnen Komponenten verringern Bereiche einzustellen. 

sich die Leitungsverluste und die Anzahl von Verbin- 35 i n besonders bevorzugten AusfOhrungsformen sind 

dungselementen und damit von StoBstellen. Halbleiter- die felderzeugenden Mittel Induktionsspulen oder Kon- 

elemente kdnnen ebenfails einfacher eingebaut werden. densatoren. Die Induktionsspulen haben dabei m Win- 

Zudem haben planare Strukturen oft eine hdhere Ein- dungen, wobei die Induktionsspulen derart im Raum 

deutigkeitsbandbreite als Hohlleiterschaltungen. ausgerichtet sind, daB Teile der von den stromdurchflos- 

Nachteilig bei derartigen Wellenleitern ist jedoch, «o senen Induktionsspulen erzeugten Magnetfelder die di- 

daB der Leitungswellenwiderstand von den gewahlten elektrische Materialanordnung zumindest teilweise 

Abmessungen der Substratleiterordnungen sowie vom durdidringen. Die Induktionsspulen sind dabei vorteils- 

dielektrischen Substrat selbst abhangt und nach der maBig mit einer Ansteuerelektronik in Verbindung, wo- 

Herstellung des Wellenleiters der Leitungswellenwider- bei mittels der Ansteuerelektronik in jeder Induktions- 

stand nicht mehr veranderbar ist spule ein Strom vorgebbarer Starke und Richtung ein- 

Aufgabe der Erfindung ist es daher einen dielektri- pragbar ist, wodurch das von der Induktionsspule er- 

schen Wellenleiter bereit zu stellen, dessen Leitungs- zeugte magnetische Feldrichtungs- und betragsmaBig 

wellenwiderstand nach der Fertigst ellung des Welienlei- bestimmt ist 

ters veranderbar bzw. einstellbar ist Bei der Verwendung von Kondensatoren ak felder- 

ErfmdungsgemaB wird diese Auf gabe dadurch geldst 50 zeugende Mittel ist es vorteilhaft, wenn die Richtung 

daB die dielektrische Materialanordnung zumindest teil- des elektrischen Feldvektors des mhtels des Kondensa- 

weise aus einem Material ist, dessen Permeabilitat oder tors erzeugten elektrischen Feldes im wesentlichen par- 

Permeabilitats-Tensor und/oder Permitivitat oder Per- allel zur Strukturebene des Wellenleiters ist Es ist je- 

mitivitats-Tensor mittels eines das Material bereichs- doch audi denkbar, daB die Kondensatoren ein elektri- 

weise durchdringenden Magnetfeldes veranderbar ist 55 sches Feld senkrecht zur Strukturebene des Wellenlei- 

und daB mindestens ein Mittel zur Erzeugung von mhv ters erzeugen, wenn dies durch die Wahl des verwende- 

destens einem Magnetfeld vorgesehen ist, wobei mit ten dielektrischen Substrats erforderlich ist 

dem durch das Mittel erzeugte Magnetfeld die Permea- Besonders vorteilsmaBig ist es, wenn mittels ernes 

bilitat bzw. der Permeabilitats-Tensor und/oder die Per- derartigen dielektrischen Wellenleiters die Wellenwi- 

mitivitat oder der Permitivitats-Tensor der Materialan- « derstande in zwei aneinander grenzenden Bereichen 

ordnung zumindest bereichsweise veranderbar ist bzw. Abschnitten derartig aneinander angepafit werden, 

Die oben gesteUte Aufgabe wird ebenfails durdi eine daB sich fur eine sich vom ersten Bereich zum zweiten 

zweite Ausfuhrungsform erfindungsgemafi geldst, wo- Bereich ausbreitende Welle ein bestimmter Refiektions- 

bei die dielektrische Materialanordnung zumindest teil- faktor r ergibt 

weise aus einem Material ist, dessen Permeabilitat oder & Es ist ebenfails vorteilsmaBig, wenn die Lange L, die 

Permeabilitats-Tensor und/oder Permitivitat oder Per- Breite B und/oder der Betrag des Wellenwiderstandes 

mitivitats-Tensor mittels eines das Material bereichs- Zl des Abschnitts bzw. Bereichs mittels der f elderzeu- 

weise durchdringenden elektrischen Feldes verander- genden Mittel einstellbar ist, derart, daB zur Einstellung 
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der Lange U der Breite B und/oder des Betrags des derns des Wellenwiderstandes mittels der felderzeugen- 

Wellenwiderstandes Zl nur die felderzeugenden Mittel den Mittel kann vorteilsmaBig eine Anpassung zwischen 

jeweils ein Feld vorgebbarer Starke erzeugen, deren zwei dielektrischen Wellenleitern f Or verschiedene Fre- 

Felder die dielektrische Materialanordnung des Wellen- quenzen nacheinander mat ein und demselben Wellen- 

leiters im Bereich bzw. Abschnitt zumindest teilweise 5 leiter vorgenomraen werdea Somit ist es mSglich mit 

durchdringen. einera Wellenleiter eine Spektralanalyse durchzufuhren. 

Die dielektrische Materialordnung bzw. das dielektri- Ein derartiger Wellenleiter kann zudem z. B. vorteils- 

scheSubstrat zwischen der Struktur und der Grundebe- maBig als veranderbare Querkapazitat oder Serienin- 

ne ist dabei vorteilsmaBig aus einem gyromagnetischen duktivitat in einer Wellenleiteranordnung eingesetzt 

oder gyroelektrischen Material, wobei der Betrag der 10 werden. Hierzu hat der elektrische Wellenleiter einen 

Dielektrizitatszahl e r der dielektrischen Materialanord- streifenfdrmigen Leiterabschnitt, der an seinen Endab- 

nung im Bereich zwischen 3 und 5 ist, wodurch sich eine schnitten eine Breite Bj und im mittleren Abschnitt die 

besonders gute Gute des Wellenleiters fiir den Mikro- Breite B2 hat Zur Erzeugung einer bestimmten Querka- 

wellenbereich erzielen laBt Es ist ebenfalls vorteilsma- pazitat oder Serieninduktivitlt wird mittels der felder- 

Big, wenn die Materialanordnung eine Yttrium-Eisen- 15 zeugenden Mittel die effektive Breite B2 des mittleren 

Granatschicht ist Eine derartige Yttrium-Eisen-Gra- Abschnitts entsprechend verandert Zur Verringerung 

natschicht weist sich dadurch aus, daB bei Anlegen eines der Breite B 2 werden mittels der felderzeugenden Mittel 

magnetischen Gleichfeldes sich in dem vom raagne- Felder vorgebbarer Starke erzeugt, wobei die Felder 

tischen Feld durchdrungenen Bereich die Permeabilitat die Randbereiche der dielektrischen Materialanord- 

bzw. der Permeabilitfits-Tensor verandert, wodurch 20 nung des mittleren Abschnitts zumindest teilweise 

gleichfalls der Leitungswellenwiderstand des Wellenlei- durchdringen, wodurch in den Randbereichen des mitt- 

ters verandert wird leren Abschnitts des streifenformigen Leiterabschnitts 

Bei der Verwendung einer Yttrium-Eisen-Granats- ein Leitungswellenwiderstand einstellbar ist, der gegen 

chicht ist es vorteilhaft, wenn zwischen der dielektri- Null oder Unendlich ist 

schen Materialanordnung bzw. der Yttrium-Eisen-Gra- Ebenfalls vorteilsmaBig ist es, wenn der erfindungsge- 
natschicht und der Grundebene eine Schicht aus GaJli- mafle dielektrische Wellenleiter eine Stichleitung ist, de- 
um-Gadolinium-Granat der Dicke Lggg ist Die Grand- ren Lange L mittels der felderzeugenden Mittel wie 
ebene ist vorteilhaft eine Kupf erschicht, die auf die der oben beschrieben veranderbar ist 
Yttrium-Eisen-Granatschicht abgewandten Seite der Auch ist es vorteilhaft, wenn an das Ende der Stichlei- 
Gallium-Gadolinium-Granatschicht aufgetragen ist tung ein weiterer Wellenleiter angrenzt, dessen Wellen- 
Zwischen der dielektrischen Materialanordnung bzw. widerstand mittels der felderzeugenden Mittel veran- 
der Yttrium-Eisen-Granatschicht und der Strukturebe- derbar ist, derart, daB die Stichleitung bei einem Wellen- 
ne kann vorteilsmaBig eine Quarzschicht der Dicke Lq widerstand Zl « leerlauft und bei einem Wellenwi- 
angeordnet sein, wobei die Strukturebene aus der demand Zl— 0 kurzgeschlossen ist 
Quarzschicht photolitografisch herstellbar ist Die feld- Der erfindungsgemaBe dielektrische Wellenleiter ist 
erzeugenden Mittel sind vorteilsmaBig auf der der somit ein aktives elektronisches Bauteil, wobei mittels 
Strukturebene abgewandten Seite der Grundebene an- des veranderlichen Leitungswellenwiderstandes beliebi- 
geordnet, wobei die felderzeugenden Mittel mittels ei- ge Einsatzmoglichkeiten gegeben sind. Mittels des orts- 
nerisolierenden Schicht insbesondere aus einer Polysty- abhangig einstellbaren Impedanzprofils des WeUenlei- 
rolschicht von der leitenden Grundebene galvanisch ge- ters kann dieser als Reflektions-Darapfungsglied einge- 
trennt sind. Die felderzeugenden Mittel konnen dabei setzt werden. Dabei basiert die Dampfung nicht auf dem 
vorteilsmaBig in einer Dunnschicht einliegen oder an Absorptionsprinzip, sondem auf der Basis dessen, daB 
dieser anliegen. die Intensit§t des ruckgestreuten Feldes variiert wird 
In einer ebenfalls bevorzugten Ausfuhrungsform ist und damit zusammenhangend die Intensitat des trans- 
die Ansteuerelektronik fQr die felderzeugenden Mittel 4 mittierten Feldes gesteuert wird. 
ah der der leitenden Grundebene abgewandten Seite Nachfolgend werden mdgliche Ausfuhrungsformen 
der die felderzeugenden Mittel aufweisenden Dunn- anhand der Zeichnungen niher erliutert 
schicht angeordnet, wobei die Ansteuerelektronik rait Eszeigen: 

den felderzeugenden Mitteln jeweils in elektrischer Fig. 1 einen dielektrischen Wellenleiter mh integrier- 

Verbindung ist Eine derartige Anordnung ist besonders ter Induktionsebene; 

kompakt und kostengflnstig herstellbar. Durch das di- Fig. 2 einen dielektrischen Wellenleiter mit integrier- 

rekte Anliegen der Ansteuerelektronik an die die felder- ter Induktionsebene, wobei im mittleren Bereich die In- 

zeugenden Mittel aufweisende Dunnschicht werden die duktionsspulen ein Magnetfeld H erzeugen; 

Verbindungsleitungen zwischen der Ansteuerelektronik Fig. 3 eine Querschnittsdarstellung eines handelsubli- 

und den felderzeugenden Mitteln auf ein Minimum re- chenStreifenleiters; 

duziert Fig. 4 eine Querschnittsdarstellung durch den erfin- 

Ein derartiger Wellenleiter ist vorteilsmaBig ein ma- dungsgemaBen Wellenleiter; 

gnetisch oder elektrisch steuerbares Reflektions-Damp- Fig. 5 eine Querschnittsdarstellung durch einen Wel- 

fungsglied Es ist ebenfalls vorteilsmaBig als eine ma- lenleiter mit einer Yttrium-Eisen-Granatschicht; 

gnetisch oder elektrisch steuerbare Bandsperre bzw. als Fig. 6 eine Draufsicht auf die Induktionsebene mit 

Filter einsetzbar. Hierbei wird der Effekt ausgenutzt, matrixfdrmig angeordneten Induktionsspulen; 

daB der Leitungswellenwiderstand eines dielektrischen Fig. 7a— 7c eine Draufsicht auf einen Wellenleiter mit 

Wellenleiters frequenzabhangig ist Wird zwischen zwei einem mittleren Bereich, dessen Breite durch felderzeu- 

Wellenleitern eine Anpassung vorgenommen, so kann gende Mittel variabel ist; 

dies jeweils nur fur ein schmales Frequenzband erfol- Fig. 8 und 9 einen dielektrischen WeDenleiter, dessen 

gen. FQr Frequenzen auBerhalb dieses Frequenzbandes dielektrische Eigenschaften mittels eines elektrischen 

ist eine Anpassung bislang nach Fertigung des Filters Feldes veranderbar sind. 

nicht mehr moglich. Durch die Moglichkeit des Veran- Die Fig. 1 und 2 zeigen einen dielektrischen Wellen- 
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leiter 1, der als Mikrostreifenleitung ausgefQhrt ist Der 4 bildet Diese Strukturebene 4 wird photolitografisch 

Wellenlciter 1 hat eine leitende Grundebene 3, die an aufbereitet, so daB Strcifenleiter 4 bestiramter geome- 

eine dielektrische Schicht 2 angcbracht ist Auf der der trischer Abmessungen entstehen. Auf der der Struktur- 

Grundebene 3 abgewandten Seite 2a der dielektrischen ebene 4 abgewandten Seite der Grundebene 3 ist die 

Substratschicht 2 ist ein streif enformiger Leiter 4 ange- 5 Induktionsebene bzw. Dunnschicht 5 angeordnet, wobei 

ordnet, der mhtels eines photolitografischen Prozesses die Dunnschicht 5 Induktivititen 6 in Form von Induk- 

aufbereitet ist Das dielektrische Substrat 2 hat eine re- tionsschleifen 6a, 6b hat, die mittels nicht dargestellter 

lative Perraeabilitit ji r und eine Dielektrizitatszahl er. Verbindungsleitungen 6c rait einer Ansteuerungselek- 

An der Grundebene 3 ist auf der dem dielektrischen tronik 7 in elektrischer Verbindung sind. Die Induk- 

Substrat 2 abgewandten Seite eine Dunnschicht 5 ange- w tionsspulen 6a, 6b sind wie aus Fig. 6 ersichtlich, matrix- 

bracht, in die Induktionsschleif en 6 eingebettet sind. Die f drmig angeordnet Zwischen der DQnnschicht 5 und der 

Induktionsschleifen 6 der Dunnschicht 5 sind mittels Grundebene 3 ist eine Polystyrolschicht 12 zur galvani- 

nicht dargestellter Verbindungsleitungen 6c mit der An- schen Trennung der Induktionsebene 5 und der Grund- 

steuerelektronik 7 in Verbindung. Mittels der Ansteuer- ebene 3 angeordnet Das mittels der Induktionsspulen 

elektronik 7 kdnnen RingstrSme bestimmter Starke und w 6a, 6b erzeugte Magnetfeld 9 durchdringt die Grund- 

Richtung in die Ringspulen 6 eingepragt werdea Die ebene 3, sowie die Gallium-Gadoliiuum-Granattrager- 

Ringspulen 6 kdnnen zur Erzeugung eines groBeren schicht II und verandert die dielektrische Eigenschaft 

MagnetfeldesHmehrereWindungenaufweisen. der Yttrium-Eisen-Granatschicht 2 Durch die Aride- 

Die Induktionsspulen 6 sind wie aus Fig. 6 ersichtlich rung der dielektrischen Eigenschaft der Yttrium-Eisen- 
matrixfdrmig und parallel zur Grundebene 3 angeord- 20 Granatschicht 2 andert sich in diesem Bereich der Lei- 
net, derart, daB das durch sie erzeugte Magnetfeld 9 tungswellenwiderstandZL der Streif enleitung. 
durch die Grundebene 3 tritt und den unmittelbar an- Die Fig. 7a bis 7c zeigen einen dielektrischen Wellen- 
grenzenden Bereich im Dielektrikum 2 durchdringt leiterl,dessenstreifenf6rmigerLeiterabschmtt4indrei 
Hierdurch wird die dielektrische Eigenschaft des Di- Bereiche 13, 14 unterteilt ist, wobei die beiden Endab- 
elektrikums 2 verandert, wodurch sich bereichsweise 25 schnitte 13 eine Breite Bi und der mittlere Abschnitt 
der Leitungswellenwiderstand Zl des dielektrischen eine Breite B2 aufweist, mit B2 grdBer oder kieiner 
Wellenleiters verandert Wie in Fig. 2 dargestellt, wird gleich als Bi. Insbesondere im mittleren Abschnitt 14 
der Leitungswellenwiderstand Zl in einem mittleren sind in der Induktionsschicht 5 Induktionsspulen 6 ange- 
Bereich durch das EinprSgen eines Stromes in den Spu- ordnet, derart, daB die effektive Breite B2 des mittleren 
len 6b verandert, wodurch sich ein von Zl verschiedener 30 Leitungsabschnittes 14b mittels der erzeugten Magnet- 
Wellenwiderstand Zlv ergibt felder veranderbar ist Durch Variieren der Breite B2 ist 

Die Gr6Be der VenLnderung des Wellenwiderstandes es mSglich, den Wellenwiderstand Zl des mittleren Be- 

Zl ist von der Gr5Be des erzeugten Magnetfeldes sowie reichs zu variieren, wodurch es mdglich ist, mittels eines 

von dem verwendeten Material fur die dielektrische derartigen Wellenleiters eine Serieninduktivitat L 

Materialanordnung 2, sowie deren Abmessungen ab- » (Fig. 7b) oder eine QuerkapazitSt C (Fig. 7c) zu erzeu- 

hangig und muB f Or jeden Einzelfall mittels geeigneter gen. Mittels der Induktionsspulen 6 kdnnen die Lei- 

Versuche ermittelt oder rechnerisch bestimmt werden. tungswellenwiderstande Zl der seitlichen Bereiche 14a 

In Fig. 3 ist ein dielektrischer Wellenleiter 1 abgebil- des mittleren Bereichs 14 derart eingestellt werden, daB 

det, wobei zwei streif enformige Leiter 4 parallel zuein- diese einem offenen oder kurzgeschlossenen Leitungs- 

ander angeordnet sind. In Fig. 3 ist das E-Feld 8 einer «o ende entsprechen. 

sich in der Mikrostreifenleitung ausbreitenden elektro- Die Fig. 8 und 9 zeigen einen dielektrischen Wellen- 

raagnetischen Welle dargestellt leiter, der eine dielektrische Substratschicht 2 hat, an 

Die Fig. 4 zeigt eine Querschnittsdarstellung durch deren eine Seite die leitende Grundebene 3 angeordnet 

einen erfindungsgemaBen dielektrischen Wellenleiter 1. ist und an deren Oberflache 2a photolitografisch die 

Es ist denkbar, daB die DQnnschicht 5 (Induktionsebene) « Strukturebene 4 hergestellt ist An den Sehen des Wel- 

nur an bestimmten Positionen Induktionsspulen 6 zur lenleiters 1 sind Kondensatorplatten 6 angeordnet, mit- 

Veranderung der dielektrischen Eigenschaft des dielek- tels derer eta elektrisdies Feld 15 quer zur Ausbrei- 

trischen Substrats 2 hat Die Induktionsspulen 6 sind tungsrichtung der im Strcifenleiter gefuhrten Welle er- 

dabei nur an den Stellen angeordnet an denen bestimm- zeugbar ist Mittels des erzeugten elektrischen Feldes 15 

te Mikrostreif enleitungen der Strukturebene beeinfluBt 50 werden die dielektrisdien Eigenschaften der dielektri- 

werdensollen. schen Substratschicht 2 bereichsweise verandert, wo- 

In Fig. 5 ist ein weiterer erfindungsgemaBer Wellen- durch sich in diesem Bereich ein neuer Wellenwider- 

leiter 1 in Mikrostreifenleitungstechnik dargestellt Der stand Zlv ergibt Die Kondensatorplatten 6 sind fiber 

Wellenleiter 1 hat einen Gallium-Gadolinium-Granat- Schaltelemente S mit einer Spannungsquelle U in elek- 

tr&ger 11, auf dem epitaktisch eine homogene einkri- 55 trischer Verbindung, derart, daB mittels der sich gegen- 

stalline und galliumdotierte Yttrium-Eisen-Granats- fiberstehenden Kondensatorplattenpaare elektrische 

chicht 2 erzeugt wird, die im unmagnetisierten Zustand Felder bestimmbarer Richtung und Gr6Be erzeugt wer- 

dielektrisch ist Die dieser mittels Flussigphasenepitak- den kdnnen. ]e nach Richtung und GrdBe des elektri- 

sie erzeugten Yttrium-Eisen-Granatschicht 2 zuge- schen Feldes stellt sich in dem jewcils felddurdidrunge- 

wandte Rache wird fiber die gesamte Ausdehnung die- » nen Bereich ein gewunschter Leitungswellenwiderstand 

ser Beschichtung mit einer Quarzschicht 10 belegt, de- Zlv ein. 
ren der Verbundflache abgewandte Flache homogen 

kupf erbeschichtet wird Die von dieser Kupferbeschich- Patentansprfiche 
tung 4 abweisende Flache des G allium -Gadolinium- 

Granattrfigers 1 1 wird in gleicher Weise homogen kup- « L Dielektrischer, insbesondere planarer oder quasi- 

ferbeschichtet Die Schichtdicke der Kupferbeschich- planarer Wellenleiter (1), der mindestens eine di- 

tung wird mit 17,5 Mikrometer bemessen, wobei die elektrische Materialanordnung (2) hat, dadurch ge- 

Kupferbelegung der Quarzschicht 10 die Strukturebene kennzeichnet, daB die dielektrische Materialan- 
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ordnung (2) zumindest teilweise aus einera Material 
ist dessen Permeabilitat oder Permeabilitats-Ten- 
sor und/oder Permitivitat oder Permitivitats-Ten- 
sor mittels eines das Material (2) bereichsweise 
durchdringenden Magnetfeldes (9) veranderbar ist 
und daB mindestens ein Mittel (6) zur Erzeugung 
von mindestens einem Magnetfeld (9) vorgesehen 
ist, wobei mit dem durch das Mittei (6) erzeugten 
Magnetfeld (9) die Permeabilitat bzw. der Permea- |0 
bilitats-Tensor und/oder die Permitivitat oder der 
Permitivitats-Tensor der Materialanordnung (2) 
zumindest bereichsweise veranderbar ist 

2. Dielektrischer, insbesondere pianarer oder quasi- 
planarer Wellenleiter (1), der mindestens eine di- 
elektrische Materialanordnung (2) hat, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Materialanordnung (2) zu- 
mindest teilweise aus einem Material ist, dessen 
Permeabilitat oder Permeabilitats-Tensor und/ 
oder Permitivitat oder Permitivitats-Tensor mittels 
eines das Material (2) bereichsweise durchdringen- 
den elektrischen Feldes (15) veranderbar ist und 
daB mindestens ein Mittel (6) zur Erzeugung von 
mindestens einem elektrischen Feld (15) vorgese- 
hen ist, wobei mit dem durch das Mittel (6) erzeug- 
ten elektrischen Feldes (15) die Permeabilitat oder 
der Permeabilitats-Tensor und/oder die Permitivi- 
tat bzw. der Permitivitats-Tensor der Materialan- 
ordnung (2) zumindest bereichsweise veranderbar 
ist ^ 

3. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
AnsprQche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daB 
an dem Wellenleiter (1) das felderzeugende Mittel 
(6)anliegt 

4. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das felderzeugende 
Mittel (6) galvanisch von den metallischen Leiter- 
strukturen (4) und/oder der Grundebene (3) des 
Wellenleiters (1) getrennt ist 

5. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der ^ 
vorherigen Ansprfiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB an dem Wellenleiter (1) eine Schicht (5) an- 
grenzt und die Schicht (5) felderzeugende Mittel (6) 
aufweist 

6. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 5, ^ 
dadurch gekennzeichnet, daB in der angrenzenden 
Schicht (5) die felderzeugenden Mittel (6) matrix- 
oder rasterfdrmig angeordnet sind 

7. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das magnetfelderzeugende Mittel (6) eine In- 
duktionsspule mit m Windungen ist, wobei die In- 
duktionsspule derart im Raum ausgerichtet ist, daB 
ein Teil des von der stromdurchflossenen Induk- 
tionsspule erzeugten Magnetfeldes (9) die dielektri- 
sche Materialanordnung (2) zumindest teilweise 
durchdringt 

8. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Induktionsspule(n) (6) mit einer Ansteuer- 
elektronik (7) in Verbindung ist/sind, und mittels 
der lnduktionsspule(n) (6) mindestens ein magne- 
tisches Feld (9) von einer vorgebbaren Starke und/ 
oder Richtung eraeugbar ist 

9. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das elektrische Feld (15) erzeugende Mittel (6) 
ein Kondensator ist 

10. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 9, 
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dadurch gekennzeichnet, daB die Richtung des 
elektrischen"Feldvektors des mittels des Kondensa- 
tors erzeugten elektrischen Feldes (15) im wesentli- 
chen parallel zur Strukturebene des Wellenleiters 
(l)ist 

11. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
Anspruche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet daB 
der Kondensator (6) ein Plattenkondensator ist 
dessen Platten quer zur Ausbreitungsrichtung der 
elektromagnetischen Wellen ist 

12. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach dem Ober- 
begriff des Anspruch 1 oder einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB der Be- 
trag des Wellenwiderstandes Zl des Wellenleiters 
(I) mittels mindestens eines felderzeugenden Mit- 
tels (6) zumindest bereichs- bzw. abschnittsweise 
veranderbar ist 

13. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet daB der Wellenleiter 
(1) in einem ersten Bereich bzw. Abschnitt (13) ei- 
nen Wellenwiderstand Zli hat wobei ein sich an 
den ersten Bereich (13) anschlieBender zweiter Be- 
reich bzw. Abschnitt <14)desWeIlenleiters<l) einen 
mittels der felderzeugenden Mittel (6) veranderba- 
ren Wellenwiderstand Zu hat und mittels des 
zweiten Wellenwiderstands Zt2 ein bestimmter 
vorgebbarer Reflexionsfaktor r einstellbar ist wo- 
bei sich der Reflexionsfaktor r aus dem Quotionten 

T ~ Zli+Zli 

errechnet 

14. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 
daB die Lange L, die Breite B und/oder der Betrag 
des Wellenwiderstands Zl des Abschnitts bzw. Be- 
reichs mittels der felderzeugenden Mittel (6) be- 
stimmbar bzw. einstellbar ist derart daB zur Ein- 
steQung der Lange L, der Breite B und/oder des 
Betrags des Wellenwiderstands Zl nur die felder- 
zeugenden Mittel (6) ein Feld (9, 15) vorgebbarer 
Starke erzeugen, deren Feld (9, 15) die dielektrische 
Materialanordnung (2) des Wellenleiters (1) im Be- 
reich bzw. Abschnitt zumindest teilweise durch- 
dringen. 

15. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 
daB die dielektrische Materialanordnung (2) aus ei- 
nem gyromagnetischen oder gyroelektrischen Ma- 
terial ist 

16. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB der Betrag der Dielektrizitatszahl £r der dielek- 
trischen Materialanordnung (2) im Bereich zwi- 
schen 3 bis 5 ist 

17. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB die Materialanordnung {2) eine Yttrium-Eisen- 
Granatschicht ist 

18. Dielektrischer Wellenleiter <1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB der dielektrische Wellenleiter (1) eine leitende 
Grundebene (3) und mindestens einen streifenfdr- 
migen Letter (4) oder eine Strukturebene (4) hat 
und zwischen der Grundebene {3) und dem strei- 
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fenformigen Letter (4) oder der Strukturebene {4) 
die dielektrische Materialanordnung(2) ist 

19. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 
18. dadurch gekennzeichnet daB zwischen der di- 
elektrischen Materialanordnung (2) und der 5 
Grundebene (3) eine Schicht (1 1) aus Gallium-Ga- 
doliniura-Granat der Dicke Lggg ist 

20. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB zwischen der dielektrischen Materialanord- i<> 
nung (2) und dem streif enfdrmigen Leiter (4) oder 
der Strukturebene (4) eine Quarzschicht (10) der 
Dicke Lq ist 

21. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 15 
daB die felderzeugenden Mittel (6) auf der dem 
streifenfdrmigen Leiter (4) abgewandten Seite der 
Grundebene (3) angeordnet sind. 

22 Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 
21, dadurch gekennzeichnet, daB die felderzeugen- 20 
den Mittel (6) mittels einer isoiierenden Schicht 
(12), insbesondere einer Polystyrolschicht von der 
leitenden Grundebene (3) galvanisch getrennt sind. 

23. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 25 
daB die felderzeugenden Mittel (6) in einer Dunn- 
schicht (5) einliegen, an- oder aufliegen. 

24. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ansteuerelektronik (7) fur die felderzeu- 30 
genden Mittel (6) an der der leitenden Grundebene 
(3) abgewandten Seite der DQnnschtcht (5) anliegt 
und mit den felderzeugenden Mitteln (6) in elektri- 
scher Verbindung ist 

25. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der *5 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Wellenleiter (1) ein magnetisch oder elek- 
trisch steuerbares Reflektions-Dampf ungsglied ist 

26. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 40 
dafi der Wellenleiter (1) eine magnetisch oder elek- 
trisch steuerbare Bandsperre bzw. ein Filter ist 

27. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 
26, dadurch gekennzeichnet, daB jedem Frequenz- 
wert ft der vom dielektrischen Wellenleiter (1) ge- 4 * 
fQhrten Welle ein Wellenwiderstand Zu zuordbar 
und einstellbar ist, bei dem die zugeordnete Fre- 
quenz f t nur geringfQgig gedampft und alle anderen 
Frequenzenf » U starker gedampft werden. 

28. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der » 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 
dafi ein streifenfdrmiger Leiterabschnitt (4) an sei- 
nen Endabschnitten (13) eine Breite B t und im mitt- 
leren Abschnitt (14) die Breite B2 hat, und daB zur 
Erzeugung einer bestimmten Querkapazitat oder 55 
Serieninduktivit&t mittels der felderzeugenden 
Mittel (6) die Breite B2 des mittleren Abschnitts 
(14b) veranderbar ist, derart, daB zur Verringerung 
der Breite B2 die felderzeugenden Mittel (6) Felder 
(9,15)vorgebbarerStarkeerzeugen,wobeidieFel- 60 
der (9, 15) die Randbereiche (14a) der dielektri- 
schen Materialanordnung (2) des mittleren Ab- 
schnitts (14) zumindest teilweise durchdringen. 

29. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach einem der 
vorherigen AnsprQche, dadurch gekennzeichnet 65 
daB der Wellenleiter (1) eine Stichleitung ist deren 
Ldnge L mittels der felderzeugenden Mittel (6) ver- 
anderbar ist 
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30. Dielektrischer Wellenleiter (1) nach Anspruch 
29, dadurch gekennzeichnet daB an das Ende der 
Stichleitung ein weiterer Wellenleiter (1*) angrenzt, 
dessen Wellenwiderstand Zl mittels der felderzeu- 
genden Mittel (6) veranderbar ist, derart, daB die 
Stichleitung bei einem Wellenwiderstand Zl — + <*> 
leerlauft und bei einem Wellenwiderstand Zl 0 
kurzgeschlossenist 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 



Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



H01P 3/16 

13. Marz1997 




ZE1CHNUNGEN SEFTE 2 



rgummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



UK 1 99 3d. /Ml Mi 

H01P 3/16 

13. Marz1997 




602 071/19 



IntCI. 6 : 

Offenlegungstag: 



H01P 3/16 

13. Marz 1997 



9 N 9 



II 



9 N 9 



i N o 



HH 

o 



6 N 6 



CO 



CM 




0O000C 60006 

cvo^oto oo oo octe^^p 

0000000000000000 0 
6000000000000000 0 

ooooooooooooooooo 

00000000)00000006 0 
OOOOOOOO&OOOOOOO 0 

ooooooooooooooooo 



CM 

CD 




00000 

$644-. 
_0000 

tifooooo 
wtaoooo 
SBteooo 
ofeoooo 

6100000 

ojooooo 
ooooq 



ooooo 

OOOOOA 
0000^ 
. 6OQ0w v 

700000b 

OOOOOfc 
OOOOOlO 
OOOOOjO 

HdToooo 




03 



o 



D) 

■ mm^m 

LL 



602071/19 



ZEICHNUNGEN SEITE 4 



Nummer: 
Int. CI. 6 : 

Offenlegungstag: 



H01P 3/16 

13.Marz1997 




